
FIKPEeSaEKterngonik 

Information 
B315D, E, K B325D,E, K 
B360D, E, K B380D,E,K 

Internationale Vergleichstypen: Q2T 2227 TPOQ 2222 Q2T 3725 

Integrierte Transistorarrays mit 4 npn — Transistoren ohne und mit Kühlkörper 

Vorläufige technische Daten 

Besondere Merkmale: — erweiterter Spannungsbereich 

hohe Spannungsfestigkeit 

hohe Kollektorströme 

Integration unabhängiger, aber parametergleicher 

Transistoren 

(A Uge, A h24e) 

Gehäuse: DIL-Plast 

Bauform: 21.2.1.2.14 nach TGL 26713 fürB315D,B 360 D, B 380 D 
21.2.1.3.16 nach TGL 26 713 " 
21.1.1.3.16 nach TGL 26 713 fürB315E,K, B360E,K, B380E,K 

Masse: < 1,5g; < 159g 

Typstandard: TGL 42070 

Abmessungen in mm und Anschlußbelegung: 

B 315 D, B 325 D, B 360 D, B 380 D 

1 — Kollektor T1 Kollektor T3 
2 — Basis TI Basis T3 
3 — Emitter T1 Emitter T3 
4 — Substrat nicht belegt 
5 — Emitter T2 Emitter T4 
6 — Basis T2 Basis T4 
7 — Kollektor T2 Kollektor T4 
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B 315 E, B 325 E, B360 E, B 380 E 
B315K, B 325 K, B 360K, B 380 K 

1 — Kollektor T1 9 — Kollektor T3 
2 — Basis 71 10 — Basis T3 

3 — Emitter T1 11 — Emitter T3 (Substrat) 
4-- 12-- 

5-- 13-- 
6 — Emitter T2 14 — Emitter T4 
7 — Basis T2 15 — Basis T4 
8 — Kollektor T2 16 — Kollektor T4 

Anschluß 11 ist mit der Kühlfahne intern verbunden und liegt auf Substrat. 
Der Substratanschluß muß immer auf das niedrigste Potential gelegt werden (gilt für 
alle Typen). 

48 max. 
22,3max. 

25
61
05
 

88
 

1: 

3 

045*815s 0,35202| 
.540425| 

21.2.1.3.16 TGL26713 
uTGL35797 

Typenzeichen 

12110 987 



5
5
 

3
5
0
1
 

7.
5m
ax
, 

Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich: 

min. max. maxX. 

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15 25 

Kollektor-Basis-Spannung Ucso 20 30 

Emitter-Basis-Spannung Ug8B0 

Kollektorstrom lc 

Impulsspitzenstrom l 

Basisstrom I8 

Gesamtverlustleistung Pısr 
B315D B360D B380D 
B315E B360E B380E 
B315K B360K B380K 

Betriebstemperaturbereich , —25 +85 +85 

Sperrschichttemperatur Üjmax 

Gesamtwärmewiderstand Rehja 

B315D B360D B380D 

B315E B360E B380E 
B315K B360K B380K 

B315D,E,K 

B315D,E,‚K B325D,E,‚K B360D,E,K B 380 D,E,K 

21.11.3.16 TGL26713 
uTGL35797 

MmaxX. 
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Statische Kennwerte (0, = 25°C — 5 K): 

B315D,E,K B325D,E,‚K B360D,E,‚K B 380 D,E,‚K 

Gleichstromverstärkung‘) 
Uce = 2 V, I: =50mA 

Gruppe B 
Gruppe C 

Gruppe D 

Gruppe E 

Kollektor-Basis-Reststrom 
Uce = 20 V B 315 D,E,K 
Uc8 = 30 V B 325 D,E,K 
Ucs = 80 V B 360 D,E,K 

B 380 D,E,K 

Kollektor-Emitter- 
Sättigungsspannung 
Ic= 50 mA, Ig = 10 mA 

Kollektor-Emitter- 
Durchbruchspannung 
Ic=1mA 

Kollektor-Basis- 
Durchbruchspannung 

Ic= 100 uA 

Gleichstromverstärkungs- 
gleichheit der Transistoren 
untereinander?) 
Uce = 2 V, Iı = 50 mA 

min. min. 

hz1e(T1) 

Icso 

UcEsat 

UrBRIceo 15 20 

Uisricso 20 

1) B315D,E,K — Vorzugsgruppe D 

\ B 325 D,E,K Vorzugsgruppe D 

B 360 D,£E,K — Vorzugsgruppe C 
B 380 D,E,K _ nur Gruppe B-D; Vorzugsgruppe C 

2) nicht für B 380 D,E,K 

Dynamische Kennwerte (0,; = 25°C — 5 K): 

Übergangsfrequenz 

Uce = 10 V, Ic = 10 mA, f = 15 MHz fr 
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Innenschaltung: 

B15A1X1 

B15A2X2 

Bestellbezeichnung: Integrierter Schaltkreis B 315 D nach TGL 42 070 



Ag 05/043/83 

R:F: 
veb halbleiterwerk frankfurt/oder 
leitbetrieb im veb kombinat mikroelektronik 

elektronik 
export-import 
Volkseigener Außenhandelsbetrieb der 
Deutschen Demokratischen Republik 
DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6 
Haus der Elektroindustrie, Telefon: 2180 


